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ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรสอน 
 
       เอกสารประกอบการสอนชุดน้ี ใชป้ระกอบการเรียนการสอนในรายวชิา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหสัวชิา 2105-2005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  สาขาวชิา
อิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   โดยแบ่งออกเป็น 11 หน่วยการเรียนรู้  แต่ละหน่วย
ก าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติัดงัน้ี 
กกกกกกกก1. นกัเรียนจะตอ้งศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กกกกกกกก2. นกัเรียนตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจค าตอบในแบบเฉลยดว้ยความ  
ซ่ือสัตย ์
กกกกกกกก3. นกัเรียนตอ้งศึกษาใบเน้ือหาใหล้ะเอียดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 
กกกกกกกก4. นกัเรียนตอ้งท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยเรียน และตรวจค าตอบการท าแบบฝึกหดัดว้ย
ตนเองร่วมกบัครูผูส้อน 
กกกกกกกก5. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยความซ่ือสัตย ์
กกกกกกกก6. นกัเรียนเปรียบเทียบผลของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการในการเรียนรู้ 
กกกกกกกก7. หากนกัเรียนไดผ้ลคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้
นกัเรียนกลบัไปศึกษาเอกสารประกอบการสอนใหม่อีกคร้ัง 
กกกกกกกก8. นกัเรียนท าการทดลองใบงาน บนัทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง 
กกกกกกกก9. หากนกัเรียนมีปัญหาจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนสามารถปรึกษาครูได้
ทนัที 
 
 



166 
 

--------

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่5 เร่ือง มอสเฟต 
วชิาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร         รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 15 ข้อ (15 คะแนน)         เวลา 15 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท () ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.   มอสเฟต แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบ D-MOSFET และ E-MOSFET และยงัแบ่งออกไดก่ี้ชนิด 

       ก. 5 ชนิด  ข. 3 ชนิด  ค. 2 ชนิด  ง.  4 ชนิด 

2.   จำกรูปเป็นโครงสร้ำงของมอสเฟตแบบใด 

                                            ก.  D-MOSFETชนิด N-Channel 

                                            ข.  D-MOSFETชนิด P-Channel 

                                            ค.  E-MOSFET ชนิด N-Channel  

                                               ง.  E-MOSFET ชนิด P-Channel 

 

3. จำกรูปเป็นโครงสร้ำงของมอสเฟตชนิดใด  

                                                                      ก.  D-MOSFET ชนิด N-Channel 

          ข.  D-MOSFET ชนิด P-Channel 

         ค.  E-MOSFET ชนิด N-Channel  

                     ง.  E-MOSFET ชนิด P-Channel 

 

4.  ใชอุ้ปกรณ์ประกอบวงจรนอ้ย เป็นลกัษณะกำรจดัไบแอสแบบใด 

             ก. ไบแอสคงท่ี    ข. ไบแอสตวัเอง 

           ค. ไบแอสแบ่งแรงดนั   ง. ไบแอสผสม 

 

D G S 

D G S 
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5.  ขอ้ใดคอืสัญลกัษณ์ของ D-MOSFET ชนิด N-Channel 

        

ก.    ข.     ค.   ง.  

 

6.  สัญลกัษณ์ของ E-MOSFET ชนิด P-Channel ตรงกบัขอ้ใด 

 

ก.     ข .   ค.   ง.  

 

7.  กำรจ่ำยไบแอสเบ้ืองตน้ให้ E-MOSFET ชนิด P-Channel ขอ้ใดถูกตอ้ง 
     ก.  ลบขำ G เทียบกบัขำ S, ลบขำ S และบวกขำ D 
             ข.  ลบขำ G เทียบกบัขำ S, บวกขำ S และลบขำ D 
             ค.  บวกขำ G เทียบกบัขำ S, บวกขำ S และลบขำ D 
          ง.  บวกขำ G เทียบกบัขำ S, ลบขำ S และบวกขำ D 
8.  ค่ำกระแส IDSS ในกรำฟคุณสมบติัของ D-MOSFET คืออะไร 
  ก.  กระแสต ่ำท่ีไหลระหว่ำงขำ D และขำ S เม่ือ VGS เป็ 0 V 
  ข.  กระแสอ่ิมตวัท่ีไหลระหว่ำงขำ D และขำ S เม่ือ VGS เป็ 0 V 
  ค.  กระแสไบแอสท่ีจ่ำยท่ีท ำใหเ้กิดกระแสไหลระหว่ำงขำ D และขำ S ตลอดเวลำ 
  ง.  กระแสท่ีไหลระหว่ำงขำ D และขำ S ในสภำวะท่ีมีกำรปรับเปลี่ยน VGS 
9.  กำรจดัวงจรไบแอสคงท่ีของมอสเฟต ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้ง 
  ก.  จดัแรงดนัไบแอสใหท้ั้งวงจรคงท่ี    
  ข.  จดัให้เกิดกระแสเดรนไหลในวงจรคงท่ี   
  ค.  จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเกตและขำซอร์สคงท่ี    
  ง.  จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเดรนและขำซอร์สคงท่ี 
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+

-

+

-

+

10.  จำกรูปเป็นกำรจดัไบแอสแบบใด 
 

 
          ก. ไบแอสคงท่ี  
       ข. ไบแอสตวัเอง 
       ค. ไบแอสแบ่งแรงดนั  
       ง. ไบแอสแบบผสม 
 
 
11.  จำกรูปเป็นกำรจดัไบแอสแบบใด 
 
       ก. ไบแอสคงท่ี  
       ข. ไบแอสตวัเอง 
       ค. ไบแอสแบ่งแรงดนั  
       ง. ไบแอสแบบผสม 
 
 
12.  จำกคู่มือผูผ้ลิตมอสเฟตเบอร์ EC-10N16/20 ระบุค่ำ BVDS เท่ำกบั 160 V มีควำมหมำยตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ค่ำแรงดนัเบรกดำวน์ท่ีเกต – ซอร์สต ่ำสุด  160 V 
  ข. ค่ำแรงดนัเกต – ซอร์สคตัออฟสูงสุด  160 V 
  ค. ค่ำแรงดนัเบรกดำวน์ท่ีเดรน – ซอร์สต ่ำสุด  160 V  
  ง. ค่ำแรงดนัเดรน – ซอร์ส  160 V 
13.  กำรน ำ D-MOSFET ไปท ำเป็นวงจรสวิตช ์ตอ้งจ่ำยไบแอสอยำ่งไร 
  ก. จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหก้บัขำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S 
  ข. จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสตรงให้กบัขำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S   
  ค. จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ S จ่ำยไบแอสตรงใหก้บัขำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S 
  ง. จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหก้บัขำ D กบั G เทียบกบัขำ S 

 

ID 
R2 

R3 

C2 

D 

-VDD 

R1 

C1 

C3 Ei 

Eo 

VGS 

G 

S 

VDD 

R2 

C2 
ID 

R1 

R3 

R4 

C1 

C3 
Ei 

Eo 

VGS 

G 

D 

S 
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14.  กำรน ำมอสเฟตไปใชใ้นวงจรขยำยสัญญำณเสียง มกัจะใชม้อสเฟตในภำคใด 
  ก. ภำคขบัก ำลงั    ข. ภำคขยำยก ำลงั 
  ค. ภำคจ่ำยไฟ    ง. ภำคปรีแอมป์ 
15. กำรวดัทดสอบ D-MOSFET ดว้ยโอห์มมิเตอร์ระหว่ำงขำ D กบัขำ S และขำ S กบัขำ D โดยกำร 
      สลบัสำยวดั ถำ้ D-MOSFET ปกติดี ผลกำรวดัจะตรงกบัขอ้ใด 
  ก. 0 Ω   ข. 500 k Ω  ค. เท่ำกนั  ง. ∞ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ค 9 ข 

2 ก 10 ข 

3 ค 11 ค 

4 ก 12 ค 

5 ข 13 ก 

6 ค 14 ข 

7 ค 15 ค 

8 ข   

 
 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา 4  ชัว่โมง 



 

สาระส าคัญ 
                    มอสเฟต ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ; MOSFET ) หรือ 
เฟตแบบมีฉนวนซ่ึงเป็นออกไซดข์องโลหะกั้นท่ีเกต  แบ่งตามลกัษณะการท างานได ้2 แบบ คือ 
 ดีพลีชัน่มอสเฟต(Depletion MOSFET) หรือ D-MOSFET กบั เอน็ฮานซ์เมนตม์อสเฟต 
 (Enhancement MOSFET) หรือ E-MOSFET และแต่ละแบบยงัแบ่งออกได ้2 ชนิดคือ N-Channel  
และ P-Channel 
                   D-MOSFET มีข้อแตกตา่งจาก JFET คือ ขาเกตถูกแยกออกมาจากขาเดรนและขาซอร์ส 
และขาซับสเตรตอยู่ระหว่างขาเดรนและขาซอร์ส และสัญลกัษณ์จะมีหัวลูกศรช้ีเขา้และช้ีออก ถา้
เป็น N-Channel MOSFET หวัลูกศรจะช้ีเขา้ ส่วน P-Channel MOSFET หวัลูกศรจะช้ีออก 
                       ส่วน E-MOSFET มีโครงสร้างจะแตกต่างจาก D-MOSFET กล่าวคือ ไม่มี Channel 
ต่อเช่ือมถึงกนั แต่สามารถท าให้เกิด Channel ไดโ้ดยวิธีการไบแอส สัญลกัษณ์ขาเกตจะเขียนแยก
ออกต่างหากไม่ต่อกบัขาใด ส่วนขาเดรนกบัขาซอร์สเขียนเป็นเส้นประ แสดงให้ทราบวา่ขาทั้งสอง
ภายในไม่ต่อถึงกัน หัวลูกศรช้ีเขา้เป็นบอกให้ทราบว่าเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดพี เป็น E-MOSFET 
ชนิด N-Channel และถา้หัวลูกศรช้ีออกบอกให้ทราบว่าเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดเอ็นป็น E-MOSFET 
ชนิด P-Channel 
 
สาระการเรียนรู้ 
                    5.1 ชนิดของมอสเฟต 
              5.2 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของมอสเฟต 
                    5.3  หลกัการท างานเบ้ืองตน้มอสเฟต 
                    5.4  คุณลกัษณะสมบติัของมอสเฟต 
                    5.5  การจดัวงจรไบแอสดีมอสเฟต 
                           5.5.1 วงจรไบแอสคงท่ี 
                           5.5.2 วงจรไบแอสช่วย 
                           5.5.3 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนั 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 



172 
 

                    5.6 การจดัวงจรไบแอสอีมอสเฟต 
                            5.6.1 วงจรไบแอสคงท่ี 
                            5.6.2 วงจรไบแอสช่วย 
                            5.6.3 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนั  
                    5.7 การอ่านคู่มือเจเฟตและการแปลความหมาย 
                    5.8 การน ามอสเฟตไปประยกุตใ์ชง้าน 
               5.8.1  วงจรมอสเฟตสวติช์ 
                           5.8.2 วงจรขยายสัญญาณมอสเฟต 
       5.9  การวดัและทดสอบมอสเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์ 
                   5.10 สรุป  
     
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
                    1.   เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมอสเฟต 
                   2.   เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
             จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกชนิดของมอสเฟตได ้
2. เขียนโครงสร้างของมอสเฟตได ้
3. เขียนสัญลกัษณ์ของมอสเฟตได ้
4. บอกคุณลกัษณะทางไฟฟ้าของมอสเฟตได ้
5. บอกลกัษณะการไบแอสเบ้ืองตน้ของมอสเฟตได ้
6. บอกลกัษณะการจดัวงจรไบแอสคงท่ีได ้
7. บอกลกัษณะการจดัวงจรไบแอสช่วยได ้
8. บอกลกัษณะการจดัวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัได ้
9. แปลความหมายจากการอ่านคู่มือมอสเฟตได ้
10. บอกลกัษณะวงจรสวติช์มอสเฟตได ้
11. บอกลกัษณะวงจรขยายสัญญาณมอสเฟตได ้

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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12. บอกลกัษณะอาการเสียของมอสเฟตท่ีท าการวดัและทดสอบดว้ยโอห์มมิเตอร์ได้ 
13. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีผูส้อนสามารถ 

สังเกตเห็นได้ ในด้านมนุษยสัมพนัธ์ มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
สนใจใฝ่รู้  รักสามคัคี 
 
 
 
 
 
 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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5.1  ชนิดของมอสเฟต 
                    มอสเฟต(MOSFET) เป็นเฟตอีกชนิดหน่ึงท่ี มีโครงสร้างแตกต่างไปจากเจเฟต
(JFET)โดยส้ินเชิง เพราะส่วนท่ีสร้างข้ึนมาเป็นขาเกต(G)ของมอสเฟต ถูกสร้างข้ึนมาต่างหากโดย
ไม่ต่อร่วมกบัส่วนท่ีเป็นขาเดรน( D) และขาซอร์ส (S)แยกตวัเป็นอิสระ มีฉนวนคัน่กลางแยกขา G 
ออกจากขา D  และขา S ส่วนท่ีป็นขา D และขา S ถูกสร้างข้ึนบนฐานรองสารก่ึงตัวน าหรือ              
ซบัสเตรต ( Sustrate :SS ) ขบวนการผลิตมอสเฟตเป็นขบวนการเดียวกบัการผลิตไอซี(IC) 
                    มอสเฟต(MOSFET) ท่ีผลิตข้ึนมาใชง้าน แบ่งออกได ้2 แบบคือ 
                    1.ดีพลีชัน่มอสเฟต(Depletion MOSFET) ใชอ้กัษรยอ่ D – MOSFET แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 
ชนิดคือ ชนิด P – Channel และ N – Channel  
                    2. เอน็ฮานซ์เมนตม์อสเฟต (Enhancment MOSFET ใชอ้กัษณยอ่ E-MOSFET แบ่งยอ่ย
ไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ ชนิด P – Channel และ N – Channel  
 

5.2 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของมอสเฟต 
                      D – MOSFET ชนิด N – Channel เป็น MOSFET ท่ีส่วนขา D และขา S ผลิตจากสาร 
ก่ึงตวัน าชนิดN ถูกสร้างข้ึนบนฐานรอง(SS) ชนิดP สารก่ึงตวัน าส่วนท่ีเป็นขา D และขา S ถูกต่อถึง
กันด้วยฐานรองท่ีเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดเดียวกับสารส่วนขา D และขาS   ขา G ถูกแยกออกไป
ต่างหาก โดยถูกฉนวนซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) หรือ SiO2 คัน่กลาง ขา Gมีโครงสร้าง
เป็นแผ่นโลหะตัวน ามีคุณสมบัติเสมือนเป็นสารก่ึงตัวน าชนิดเดียวกับฐานรอง(SS) ลักษณะ
โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ   D – MOSFET ชนิด N – Channel แสดงดงัรูปท่ี 5.1 
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(ก)โครงสร้าง                                                            (ข)สัญลกัษณ์ 

รูปที ่5.1 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ D – MOSFET ชนิด N – Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 98) 

 

                   จากรูปท่ี 5.1 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ D – MOSFET ชนิด N – Channel 
(สังเกตจากสารท่ีใชผ้ลิตขา Dกบัขา S) รูปท่ี5.1(ก) เป็นโครงสร้างของ D – MOSFET ชนิด N – 
Channel ฐานรองใชส้ารชนิด Pมีสารชนิด N ผลิตเป็นขา D กบัขา S และสารก่ึงตวัน าท่ีอยูร่ะหวา่ง
สารท่ีใชผ้ลิตขาขา D กบัขา S เป็นสารชนิดเดียวกบัขา D และขา S คือมีอิเล็กตรอนอิสระมากกวา่ 
ปกติ ขาG เป็นแผน่โลหะวางอยูบ่นฉนวนซิลิคอนไดออกไซด(์SiO2) การท างานของขาG ใช ้
สนามไฟฟ้าจากขาG ไปควบคุมการท างาน 
                  ส่วนรูปท่ี5.1(ข) เป็นสัญลกัษณ์ของ D – MOSFET ชนิด N – Channel ขาG เขียนแยก
ออกต่างหากไม่ต่อกบัขาใด ส่วนขา D กบัขา S  เขียนต่อเป็นเส้นเดียวกนั แสดงใหท้ราบวา่ขาทั้ง
สองต่อถึงกนัภายใน สัญลกัษณ์หวัลูกศรถูกแสดงไวท่ี้ฐานรอง หวัลูกศรช้ีเขา้บอกให้ทราบวา่เป็น
สารก่ึงตวัน าชนิดP หรือบวก การต่อใชง้านขาฐานรอง(SS) ต่อเขา้กบัขา Sเสมอ ขาต่อออกมาใชง้าน
จริงจึงมีเพียง 3 เท่านั้น คือขา G  ขา D   และขา S 
                    D – MOSFET ชนิด P – Channel เป็น MOSFET ท่ีส่วนของขา D กบัขา S ผลิตจากสาร
เป็นสารก่ึงตวัน าชนิด P ถูกสร้างข้ึนบนฐานรอง(SS) ชนิด N สารก่ึงตวัน าส่วนท่ีเป็นขา D และขาS
ถูกต่อถึงกนัดว้ยฐานรองท่ีเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดเดียวกบัขา D และขา S นั้นคือสารส่วนท่ีเป็นขา D  
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กบัขา S ต่อถึงกนั ส่วนขา G ถูกแยกออกไปต่างหาก โดยถูกฉนวนซิลิคอนไดออกไซด ์(Silicon 
Dioxide) หรือ SiO2 คัน่กลาง โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ   D – MOSFET ชนิด P – Channel 
แสดงดงัรูปท่ี 5.2 
 

+++++

 

(ก)โครงสร้าง                  (ข)สัญลกัษณ์ 
รูปที ่5.1 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ D – MOSFET ชนิด P – Channel 

ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 98) 
 

                   จากรูปท่ี 5.2 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ D-MOSFET ชนิด P – Channel(ดูท่ี
สารผลิตขา D กบัขา S)  รูปท่ี 5.2 (ก) เป็นโครงสร้างของ D-MOSFET ชนิด P – Channelฐานรอง  
ใชส้ารชนิด N มีสารชนิด P ผลิตเป็นขา D กบัขา Sและสารก่ึงตวัน าท่ีอยูร่ะหวา่งสารท่ีใชผ้ลิตเป็น 
 ขา D และขา S เป็นชนิดเดียวกบัขา D และขา S คือมีโฮลมากกวา่ปกติ ขา G เป็นแผน่โลหะวางอยู่
บนฉนวนซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) การท างานของขา G ใชส้นามไฟฟ้าจากขา G ไปควบคุมการ
ท างาน 
                     ส่วนรูปท่ี 5.2(ข) เป็นสัญลกัษณ์ของ D – MOSFET ชนิด P – Channel ขา G เขียนแยก
ออกต่างหากไม่ต่อกบัขาใด ส่วนขา D กบัขา S  เขียนต่อเป็นเส้นเดียวกนั แสดงใหท้ราบวา่ขาทั้ง
สองต่อถึงกนัภายใน สัญลกัษณ์หวัลูกศรถูกแสดงไวท่ี้ฐานรอง หวัลูกศรช้ีออกบอกให้ทราบวา่เป็น
สารก่ึงตวัน าชนิด N หรือลบ การต่อใชง้านขาฐานรอง(SS) ต่อเขา้กบัขา Sเสมอ ขาต่อออกมาใชง้าน
จริงจึงมีเพียง 3 เท่านั้น คือขา G  ขา D   และขา S 
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                       E-MOSFET  ชนิด N – Channel เป็นมอสเฟตท่ีส่วนของขา D กบัขา  S ผลิตจากสาร
ชนิด N ถูกสร้างข้ึนบนฐานรอง (SS) ชนิด P สารส่วนท่ีเป็นขา D กบัขา S ไม่ต่อถึงกัน เพราะมี
ฐานรองท่ีเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดตรงขา้มกบัขา D กบัขา S คัน่อยู่ ส่วนขา G ถูกแยกออกมาต่างหาก 
มีฉนวนซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2)  คัน่อยู่ โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ E-MOSFET  ชนิด N – 
Channel แสดงดงัรูปท่ี 5.3  

 
                     (ก) โครงสร้าง                                                              (ข)สัญลกัษณ์ 

 

รูปที ่5.3 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ E – MOSFET ชนิด N – Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 102) 

 

                       จากรูปท่ี 5.3 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ E-MOSFET ชนิด N – Channel(
ดูท่ีสารใชผ้ลิตขาD กบัขา S)  รูปท่ี 5.3 (ก) เป็นโครงสร้างของ E-MOSFET ชนิด N – Channel     
                      ฐานรองใช้สารชนิด P มีสารชนิด N ผลิตเป็นขา D กับขา S และสารก่ึงตวัน าท่ีอยู่
ระหวา่งสารท่ีใชผ้ลิตเป็นขา D และขา S เป็นชนิดตรงขา้ม ท าให้ขา D และขา S ถูกแยกออกจากกนั 
ขา G เป็นแผ่นโลหะวางอยู่บนฉนวนซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) การท างานของขา  G ใช้
สนามไฟฟ้าจากขา G ไปควบคุมการท างาน 
                    ส่วนรูปท่ี 5.3(ข) เป็นสัญลกัษณ์ของ E – MOSFET ชนิด N – Channel ขา G เขียนแยก
ออกต่างหากไม่ต่อกบัขาใด ส่วนขา D กบัขา S  เขียนต่อเป็นเส้นประ แสดงใหท้ราบวา่ขาทั้งสอง
ภายในไม่ต่อถึงกนั สัญลกัษณ์หวัลูกศรถูกแสดงไวท่ี้ฐานรอง หวัลูกศรช้ีเขา้บอกใหท้ราบวา่เป็นสาร 
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ก่ึงตวัน าชนิด P หรือบวก การต่อใชง้านขาฐานรอง(SS) ต่อเขา้กบัขา Sเสมอ ขาต่อออกมาใชง้าน
จริงจึงมีเพียง 3 เท่านั้น คือขา G  ขา D   และขา S 
                      E-MOSFET  ชนิด P – Channel เป็นมอสเฟตท่ีส่วนของขา D กบัขา  S ผลิตจากสาร
ชนิด P ถูกสร้างข้ึนบนฐานรอง (SS) ชนิด N สารส่วนท่ีเป็นขา D กบัขา S ไม่ต่อถึงกัน เพราะมี
ฐานรองท่ีเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดตรงขา้มกบัขา D กบัขา S คัน่อยู่ ส่วนขา G ถูกแยกออกมาต่างหาก 
มีฉนวนซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2)  คัน่อยู่ โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ E-MOSFET  ชนิด P – 
Channel แสดงดงัรูปท่ี 5.4 
 

 

                      (ก) โครงสร้าง                                                           (ข) สัญลกัษณ์ 
 

รูปที ่5.4 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ E – MOSFET ชนิด N – Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 102) 

 

                      จากรูปท่ี 5.4 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์ของ E-MOSFET ชนิด P – Channel(ดู
ท่ีสารใช้ผลิตขาD กับขา S)  รูปท่ี 5.4 (ก) เป็นโครงสร้างของ E-MOSFET ชนิด P – Channel    
ฐานรองใช้สารชนิด N มีสารชนิด P ผลิตเป็นขา D กบัขา S และสารก่ึงตวัน าท่ีอยู่ระหวา่งสารท่ีใช้
ผลิตเป็นขา D และขา S เป็นชนิดตรงขา้ม ท าให้ขา D และขา S ถูกแยกออกจากกนั ขา G เป็นแผ่น
โลหะวางอยูบ่นฉนวนซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) การท างานของขา G ใชส้นามไฟฟ้าจากขา G ไป
ควบคุมการท างาน 
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                     ส่วนรูปท่ี 5.4(ข) เป็นสัญลกัษณ์ของ E – MOSFET ชนิด P – Channel ขา G เขียนแยก
ออกต่างหากไม่ต่อกบัขาใด ส่วนขา D กบัขา S  เขียนต่อเป็นเส้นประ แสดงใหท้ราบวา่ขาทั้งสอง
ภายในไม่ต่อถึงกนั สัญลกัษณ์หวัลูกศรถูกแสดงไวท่ี้ฐานรอง หวัลูกศรช้ีออกบอกใหท้ราบวา่เป็น
สารก่ึงตวัน าชนิด N หรือลบ การต่อใชง้านขาฐานรอง(SS) ต่อเขา้กบัขา Sเสมอ ขาต่อออกมาใชง้าน
จริงจึงมีเพียง 3 เท่านั้น คือขา G  ขา D   และขา S 
 

5.3 หลกัการท างานของมอสเฟต 
                   1. การจ่ายแรงดนัไบแอสให้ D – MOSFET ชนิด N – Channel 
                   การจ่ายแรงดนัไบแอสให ้D – MOSFET เหมือนกบัการจ่ายแรงดนัไบแอสใหเ้จเฟต คือ
จ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหข้า S จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้า D กบัขา  G เทียบขา S ลกัษณะวงจร
จ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ แสดงดงัรูปท่ี 5.5 
                     จากรูปท่ี 5.5 แสดงวงจรจ่ายแรงดันไบแอสเบ้ืองต้นให้  D –MOSFET ชนิด N – 
Channel การท างานของวงจรเป็นดงัน้ี จ่ายแรงดนั VDD ให้เฉพาะขา D กบัขา S ตวั D – MOSFET 
ท างานมีกระแส ID ไหลผ่านระหวา่งขา D กบัขา S สูงมากค่าหน่ึงคงท่ีตลอดเวลา การควบคุมการ
ท างานของD –MOSFET ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท าได้โดยการจ่ายแรงดนัไบแอสกลับให้ขา G 
เทียบกบัขา S (VGG) ศกัยล์บท่ีขา G จะไปผลกัให้อิเล็กตรอนอิสระอยูร่ะหวา่งรอยต่อส่วนขา D กบั
ขา S เคล่ือนท่ีห่างออกมา และดึงโฮลเขา้ไปแทนท่ี ส่งผลใหส้ารก่ึงตวัน าระหวา่งรอยต่อขา D กบัขา 
S เปล่ียนแปลงไปเป็นสารก่ึงตวัน าชนิด P ตา้นการไหลของกระแส ID ให้ไหลผา่นจากขา D ไปขา 
S ไดน้อ้ยลง 
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(ก) วงจรรูปโครงสร้าง                                   (ข)วงจรรูปสัญลกัษณ์ 
 

รูปที ่5.5 วงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ให้ D – MOSFET ชนิด N – Channel 
ท่ีมา( พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 99) 

 

                      การปรับเปล่ียนค่าแรงดนัไบแอสกลบั VGG มีผลให้กระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง จ่าย
VGG ให้มากศกัยล์บท่ีขา G มาก ผลกัอิเล็กตอนอิสระระหว่างรอยต่อส่วนขา D  กบัขา S เคล่ือนท่ี
ห่างออกมาจ านวนมาก ดึงโฮลเข้าไปแทนท่ีมาก สภาพสารระหว่างรอยต่อส่วนขา D กับขา S 
เปล่ียนไปเป็นสารชนิด P มากข้ึน ตา้นการไหลของกระแส ID ให้ไหลไดย้ิ่งนอ้ยลง ในทางตรงขา้ม
ถา้จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัท่ีขาD กบัขาS ให้ยิง่นอ้ยลง ศกัยล์บท่ีขา G นอ้ยลง ผลกัอิเล็กตรอนอิสระ
ระหวา่งรอยต่อส่วนขา D  กบัขา S เคล่ือนท่ีห่างออกมาจ านวนนอ้ย ดึงโฮลเขา้ไปแทนท่ีนอ้ย สภาพ
สารระหว่างรอยต่อส่วนขา D  กบัขา Sเปล่ียนไปเป็นสารชนิด P น้อยลง ตา้นกระสID ไดน้้อยลง 
กระแส ID ไหลได้มากข้ึน สามารถควบคุมการท างานของ D – MOSFET ชนิด N – Channel ได ้
เหมือนกบัการท างานของเจเฟต ชนิด N – Channel 
 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                      2. การจ่ายแรงดนัไบแอสให้ D – MOSFET คือ จ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้ขา S จ่าย
แรงดนัไบแอสกลบัให้ขา D กบัขา G เทียบกบัขา S ลกัษณะวงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ แสดง
ดงัรูปท่ี 5.6 
 

++++

- - - -
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+

 

(ก) วงจรรูปโครงสร้าง                                 (ข)วงจรรูปสัญลกัษณ์ 
 

รูปท่ี 5.6 วงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ให ้D-MOSFET ชนิด P-Channel 
ท่ีมา( พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 101) 

 

                     จากรูปท่ี 5.6 แสดงวงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ให้ D-MOSFET ชนิด P-Channel 
การท างานของวงจรเป็นดังน้ี จ่ายแรงดันไบแอส VDD ให้เฉพาะขา D กับขา S ตัว D-MOSFET 
ท างานมีกระแส ID ไหลผา่นระหวา่งขา S  กบัขา D สูงมากค่าหน่ึงคงท่ีตลอดเวลา การควบคุมการ
ท างานของ D-MOSFET ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท าไดโ้ดยจ่ายแรงดนัไบแอสากลบัให้ขา G เทียบ
กบัขา S (VGG) ศกัยบ์วกท่ีจ่ายใหข้า G จะไปผลกัให้โฮลอยูร่ะหวา่งรอยต่อส่วนขา D กบั S เคล่ือนท่ี
ห่างออกมา และดึงอิเล็กตรอนอิสระเขา้ไปแทนท่ี ส่งผลให้สารก่ึงตวัน าระหวา่งรอยต่อขา D กบัขา 
S เปล่ียนแปลงเป็นสารก่ึงตวัน าชนิด N ตา้นการไหลของกระแส ID ให้ไหลผา่นจากขา S  ไปขา D 
ไดน้อ้ยลง 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                     การปรับเปล่ียนค่าแรงดนัไบแอสกลบั VGG มีผลให้กระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง จ่าย
VGG ให้มากศกัยบ์วกท่ีขา G มาก ผลกัโฮลระหวา่งรอยต่อส่วนขา D  กบัขา S เคล่ือนท่ีห่างออกมา
จ านวนมาก ดึงอิเล็กตรอนอิสระเขา้ไปแทนท่ีมาก สภาพสารระหวา่งรอยต่อส่วนขา D กบัขา S  
เปล่ียนไปเป็นสารชนิด N มากข้ึน ตา้นการไหลของกระแส ID ให้ไหลไดย้ิ่งนอ้ยลง ในทางตรงขา้ม
ถา้จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัท่ีขาD กบัขาS ให้ยิ่งน้อยลง ศกัยบ์วกท่ีขา G น้อยลง ผลกัโฮลระหว่าง
รอยต่อส่วนขา D  กบัขา S เคล่ือนท่ีห่างออกมาจ านวนน้อย ดึงอิเล็กตรอนอิสระเขา้ไปแทนท่ีน้อย 
สภาพสารระหว่างรอยต่อส่วนขา D  กบัขา Sเปล่ียนไปเป็นสารชนิด N น้อยลง ต้านกระสID ได้
นอ้ยลง กระแส ID ไหลไดม้ากข้ึน สามารถควบคุมการท างานของ D – MOSFET ชนิด P – Channel 
ได ้เหมือนกบัการท างานของเจเฟต ชนิด P – Channel 
                   3. การจ่ายไบแอสท่ีถูกตอ้งให ้E-MOSFET ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสดงัน้ี จ่ายแรงดนั

ไบแอสตรงให้ขา G กบัขา S เทียบกนั จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้า D เทียบขา S ลกัษณะวงจรจ่าย

แรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ แสดงดงัรูปท่ี 5.7 

++++
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วงจรรูปโครงสร้าง                                  (ข) วงจรรูปสัญลกัษณ์ 
รูปที ่5.7 วงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ให ้E-MOSFET ชนิด N-Channel 

ท่ีมา( พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 101) 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                     จากรูปท่ี 5.7  แสดงวงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ให ้E-MOSFET ชนิด N-Channel 
การท างานของวงจรเป็นดงัน้ี จ่ายแรงดนัไบแอส VDD ใหเ้ฉพาะขา D กบัขา S ตวั E-MOSFET ยงัไม่
ท างานไม่มีกระแส ID ไหล เพราะสารก่ึงตวัน าส่วนท่ีเป็นขา D กบัขา S ไม่ต่อถึงกนั มีฐานรอง (SS) 
เป็นสารก่ึงตวัน าชนิดตรงขา้มคัน่อยู่ คือ E-MOSFET ไม่ท างาน เม่ือจ่ายแรงดนับวกVGGให้ขา G 
เทียบกบัขา S เป็นการจ่ายไบแอสตรงให้ขา G และขา S ศกัยบ์วกท่ีขา D ผลกัให้โฮลบริเวณสารก่ึง
ตวัน าท่ีคัน่อยูร่ะหวา่งสารท่ีผลิตเป็นขา D และขา S เคล่ือนท่ีห่างออกไป ดึงอิเล็กตรอนอิสระเขา้ไป
แทนท่ี ส่งผลให้สารก่ึงตวัน าบริเวณน้ีเปล่ียนสภาพจากชนิด P เป็นชนิด N เช่ือมต่อสารท่ีผลิตเป็น
ขาD และขา S ถึงกนั เกิดกระแส ID ไหล 
                    การปรับเปล่ียนค่าแรงดนัไบแอสตรง VGG มีผลให้กระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง ถา้จ่าย 
VGG น้อย ศกัยบ์วกท่ีขา G น้อย ผลกัโฮลออกไปไดน้อ้ย ดึงอิเล็กตรอนอิสระเขา้ไปแทนท่ีน้อยสาร
ก่ึงตวัน าท่ีคัน่ระหวา่งสารท่ีผลิตเป็นขา D  และขา S เปล่ียนสภาพเป็นสารก่ึงตวัน าชนิด  N  นอ้ย 
 เกิดกระแส ID ไหลน้อย ถ้าจ่าย VGG มาก ศักย์บวกท่ีขา  G มาก ผลักโฮลออกไปได้มากดึง
อิเล็กตรอนอิสระเขา้ไปแทนท่ีมาก สารก่ึงตวัน าท่ีคัน่ระหวา่งสารท่ีผลิตเป็นขา D และขา S เปล่ียน
สภาพเป็นสารก่ึงตวัน าชนิด N มาก เกิดกระแส ID ไหลมาก สามารถควบคุมการท างานของ E-
MOSFET ชนิด N-Channel ได ้เหมือนกบัการท างานของ NPN ทรานซิสเตอร์ 
                      4. การจ่ายไบแอสให ้E-MOSFET ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสดงัน้ี จ่ายแรงดนัไบแอสตรง
ใหข้า G กบัขา S เทียบกนั จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้า D เทียบขา S ลกัษณะวงจรจ่ายแรงดนั
ไบแอสเบ้ืองตน้ แสดงดงัรูปท่ี 5.8 
                      จากรูปท่ี 5.8  แสดงวงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ให ้E-MOSFET ชนิด P-Channel 
การท างานของวงจรเป็นดงัน้ี จ่ายแรงดนัไบแอส VDD ใหเ้ฉพาะขา D กบัขา S ตวั E-MOSFET ยงัไม่
ท างานไม่มีกระแส ID ไหล เพราะสารก่ึงตวัน าส่วนท่ีเป็นขา D กบัขา S ไม่ต่อถึงกนั มีฐานรอง (SS) 
เป็นสารก่ึงตวัน าชนิดตรงข้ามคัน่อยู่ คือ E-MOSFET ไม่ท างาน เม่ือจ่ายแรงดันลบVGGให้ขา G 
เทียบกบัขา S เป็นการจ่ายไบแอสตรงใหข้า G และขา S ศกัยล์บท่ีขา D ผลกัใหอิ้เล็กตรอนอิสระ 
บริเวณสารก่ึงตวัน าท่ีคัน่อยูร่ะหวา่งสารท่ีผลิตเป็นขา D และขา S เคล่ือนท่ีห่างออกไป ดึงโฮลเขา้
ไปแทนท่ี ส่งผลใหส้ารก่ึงตวัน าบริเวณน้ีเปล่ียนสภาพจากชนิด N เป็นชนิด P เช่ือมต่อสารท่ีผลิต 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 



184 
 

 

-

+

-

+

- - - -

++++

+

-

+ -

 
                    
                        (ก)วงจรรูปโครงสร้าง                                 (ข)วงจรรูปสัญลกัษณ์ 
 

รูปที ่5.8 วงจรจ่ายแรงดนัไบแอสเบ้ืองตน้ให ้E-MOSFET ชนิด P-Channel 
ท่ีมา( พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 105) 

 

เป็นขา D และขา S ถึงกนั เกิดกระแส ID ไหล 
                    การปรับเปล่ียนค่าแรงดนัไบแอสตรง VGG มีผลให้กระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง ถา้จ่าย 
VGG น้อย ศกัยท่ี์ขา G น้อย ผลกัอิเล็กตรอนอิสระออกไปได้น้อย ดึงโฮลเขา้ไปแทนท่ีน้อยสารก่ึง
ตวัน าท่ีคัน่ระหว่างสารท่ีผลิตเป็นขา D และขา S เปล่ียนสภาพเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดP น้อย เกิด
กระแส ID ไหลน้อย ถา้จ่าย VGG มาก ศกัยล์บท่ีขา G มาก ผลกัอิเล็กตรอนอิสระออกไปไดม้ากดึง
โฮลเขา้ไปแทนท่ีมาก สารก่ึงตวัน าท่ีคัน่ระหวา่งสารท่ีผลิตเป็นขา D และขา S เปล่ียนสภาพเป็นสาร
ก่ึงตวัน าชนิด P มาก เกิดกระแส ID ไหลมาก สามารถควบคุมการท างานของ E-MOSFET ชนิด P-
Channel ได ้เหมือนกบัการท างานของ PNP ทรานซิสเตอร์ 
 

 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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5.4 คุณลกัษณะสมบัติของมอสเฟต 

                    กราฟคุณสมบติัของ D-MSFET เป็นกราฟบอกคุณสมบติัการท างาน  เม่ือจ่ายแรงดนั
ไบอสัใหว้งจร D-MOSFET ในระดบัท่ีแตกต่างกนั  ท าให้เกิดกระแส ID และแรงดนัตกคร่อม VDS 
เปล่ียนแปลงไป  เม่ือปรับเปล่ียนแรงดนัท่ีตกคร่อมขา G กบัขา S ( VGS ) เป็นล าดบั 
                   1. กราฟ D-MOSFET ชนิด N-Channel      

 

+

+

+
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-

+

( ก ) วงจร                                                   ( ข ) กราฟคุณสมบติั 

รูปที ่5.9 การหากราฟคุณสมบติัของ D-MOSFET ชนิด N-Channel 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 144 ) 

 

                     จากรูปท่ี 5.9 แสดงหาการหากราฟคุณสมบติัของ D-MOSFET ชนิด N-Channel และ
กราฟคุณสมบติั เพื่อหาค่ากระแส ID แรงดนั VDS และ VGS  กราฟคุณสมบติัหาไดโ้ดยก าหนดให้
แรงดนั VGS   มีค่าคงท่ีค่าหน่ึงตลอดเวลา  ท าการปรับเปล่ียนระดบัแรงดนั VDS  เป็นล าดบัจากค่า
นอ้ยไปค่ามาก  ท าใหเ้กิดกระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง วดัและบนัทึกค่าแรงดนั VDS และกระแส ID 
ไวเ้ป็นล าดบัท าการปรับเปล่ียนแรงดนั VGS   ไปอีกระดบัหน่ึง และปรับเปล่ียนระดบัแรงดนั VDS  
เป็นล าดบัจากค่านอ้ยไปค่ามาก  ท าใหก้ระแส ID ไหลเปล่ียนแปลงไปอีกระดบัหน่ึง  ท าเช่นน้ีหลาย 
ๆ ค่าเม่ือน ามาเขียนกราฟคุณสมบติั  ไดก้ราฟคุณสมบติัออกมาดงัรูปท่ี 5.9 (ข) 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

VGS= -2 

VGS= +1 

0 

R2 

ID 

VGS 

VDS 

VGG VDD 

VDS 
VGS= -3 

VGS= -1 
VGS= 0 

VGS= +2 
IDSS 

ID 

R1 G 

D 

S 
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                   กระแส IDSS ในกราฟคุณสมบติั คือ  ค่ากระแสอ่ิมตวัท่ีไหลระหวา่งเดรนและซอร์สขณะ
งดจ่ายแรงดนัไบอสัใหเ้กต หรือเม่ือค่าแรงดนั VGS  เป็นศูนยโ์วลต ์
                  2. กราฟ D-MOSFET ชนิด P-Channel 

 

+

+
+
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-
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+

 

                                         ( ก ) วงจร                                        ( ข ) กราฟคุณสมบติั 

รูปที ่5.10 การหากราฟคุณสมบติัของ D-MOSFET ชนิด P-Channel 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 145 ) 

 

                      จากรูปท่ี 5.10 แสดงหาการหากราฟคุณสมบติัของ D-MOSFET ชนิด P-Channel และ
กราฟคุณสมบติั เพื่อหาค่ากระแส ID แรงดนั VDS และ VGS  กราฟคุณสมบติัหาไดใ้นลกัษณะเดียวกนั
กบั D-MOSFET ชนิด N-Channel แตกต่างกนัท่ีขั้วจ่ายแรงดนัท่ีจ่ายให้วงจรตอ้งเป็นขั้วตรงขา้ม คือ
จ่ายแรงดนั VDD ใหข้า D เป็นลบใหข้า S เป็นบวก และจ่ายแหล่งจ่ายแรงดดนั VGG ใหข้า G เป็นบวก
เทียบกบัขา S  ท  าการทดลองหาค่ากระแส ID แรงดนั VDS และ VGS หาไดใ้นลกัษณะเดียวกนั  น า
ค่าท่ีวดัไดม้าเขียนกราฟคุณสมบติั  ไดก้ราฟคุณสมบติัออกมาดงัรูป 5.10 (ข) 
                    3. กราฟ E-MOSFET ชนิด N-Channel 
 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

R2 

ID 
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( ก ) วงจร                            ( ข ) กราฟคุณสมบติั 

รูปที ่5.11 การหากราฟคุณสมบติัของ E-MOSFET ชนิด N-Channel 
ท่ีมา (พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 146) 

 

                   จากรูปท่ี 5.11 แสดงหาการหากราฟคุณสมบติัของ E-MOSFET ชนิด N-Channel และ

กราฟคุณสมบติั เพื่อหาค่ากระแส ID แรงดนั VDS และ VGS  กราฟคุณสมบติัหาไดโ้ดยก าหนดให้

แรงดนั VGS   มีค่าคงท่ีค่าหน่ึงตลอดเวลา  ท าการปรับเปล่ียนระดบัแรงดนั VDS  เป็นล าดบัจากค่า

นอ้ยไปค่ามาก  ท าใหเ้กิดกระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัแรงดนั 

VDS ท าการเปล่ียนอปลงค่าแรงดนั VGS หลาย ๆ ค่า จะไดก้ระแส ID และแรงดนั VDS หลายค่า น า

ค่าท่ีไดม้าเขียนกราฟคุณสมบติั  ไดก้ราฟคุณสมบติัออกมาดงัรูปท่ี 5.11(ข) 

                      4. กราฟ E-MOSFET ชนิด P-Channel 

 

 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

ID 

VGS 

VDS 
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VGS= +3 
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                                    ( ก ) วงจร                                                 ( ข ) กราฟคุณสมบติั 

รูปที ่5.12 การหากราฟคุณสมบติัของ E-MOSFET ชนิด P-Channel 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 147) 

 

                      จากรูปท่ี 5.12 แสดงหาการหากราฟคุณสมบติัของ E-MOSFET ชนิด P-Channel และ

กราฟคุณสมบติั เพื่อหาค่ากระแส ID แรงดนั VDS และ VGS  กราฟคุณสมบติัหาไดใ้นลกัษณะเดียวกนั

กบั E-MOSFET ชนิด N-Channel แตกต่างกนัท่ีขั้วจ่ายแรงดนัท่ีจ่ายใหว้งจรตอ้งเป็นขั้วตรงขา้ม คือ

จ่ายแรงดนั VDD ใหข้า D เป็นลบใหข้า S เป็นบวก และจ่ายแหล่งจ่ายแรงดนั VGG ใหข้า G เป็นลบ

เทียบกบัขา S  ท  าการทดลองหาค่ากระแส ID แรงดนั VDS และ VGS หาไดใ้นลกัษณะเดียวกนั  น า

ค่าท่ีวดัไดม้าเขียนกราฟคุณสมบติั  ไดก้ราฟคุณสมบติัออกมาดงัรูป 5.12 (ข) 

5.5  การจัดวงจรไบแอสดีมอสเฟต 
                   การจดัวงจรไบแอสใหม้อสเฟตเป็นการจดัวงจรจ่ายแรงดนัไบแอสท่ีถูกตอ้งใหม้อสเฟต 
เพื่อใหม้อสเฟตสามารถท างานน ากระแสได ้ลกัษณะและแบบวงจรไบแอสของมอสเฟตแบ่งออก 
ไดเ้ป็น 3 ชนิดดว้ยกนัคือ 

1. ไบแอสคงท่ี (Fixed Bias) 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

ID 

VGS 

VDS 

VGG VDD 

VDS 
VGS= -3 
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VGS= -5 
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2. ไบแอสตวัเอง (Self Bias) 
3. ไบแอสแบบแบ่งแรงดนั (Voltage Divider Bias)   

วงจรไบแอสทั้ง 3 ชนิดสามารถน าไปใชง้านไดก้บัมอสเฟตทั้งดีพลีชนัมอสเฟต (D-MOSFET )  
และเอนฮานซ์เมนต์มอสเฟต(E-MOSFET) แต่ตอ้งก าหนดศกัยแ์ละค่าแรงดนัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
ใหก้บัวงจรมอสเฟตก็สามารถท างานตามท่ีตอ้งการได ้
                    5.5.1 วงจรไบแอสคงท่ีของดีพลีชนัมอสเฟต 
                    วงจรไบแอสคงท่ีของดีพลีชนัมอสเฟต ทั้งชนิดเอน็แชนแนลและชนิดพีแชนแนล ตอ้ง
จดัแรงดนัไบแอสใหถู้กตอ้ง คือจ่ายไบแอสตรงใหข้าซอร์ส จ่ายไบแอสกลบัใหข้าเดรนและขาเกต
เทียบกบัขาซอร์สเสมอ ดีพลีชนัมอสเฟตจึงสามารถท างานได ้ การจดัวงจรวงจรไบแอสคงท่ีของดี
พลีชนัมอสเฟต แสดงดงัรูปท่ี 5.13 
 

-

+

+

--

+

+

-

 
                  (ก) ชนิด N - Channel                                               (ข)  ชนิด P - Channel 

 

รูปที ่5.13 วงจรไบแอสคงท่ีแบบเบ้ืองตน้ของดีพลีชนัมอสเฟต( D-MOSFET) 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553 ,หนา้ 123) 

 
 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

+VDD -VDD 

ID ID 

VGG VGG 

R2 R2 C2 C2 
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VGS VGS Ei Ei 
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 R1 R1 
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                   จากรูปท่ี  5.13 เป็นวงจรไบแอสคงท่ีแบบเบ้ืองต้นของดีพลีชันมอสเฟตทั้ งชนิด
เอน็แชนแนลและชนิดพีแชนแนล การจดัวงจรไบแอสมีแรงดนั VGG ค่าคงท่ีจ่ายเป็นไบแอสกลบัให้
ขาเกต โดยผ่านตวัตา้นทาน  R1   จ  ากดัค่าแรงดนัตกคร่อมให้ขาเกตเกิดแรงดนั  VGS  เป็นแรงดนั
ไบแอสให้ขาเกตกบัขาซอร์สควบคุมให้ดีพลีชันมอสเฟตท างาน  มีกระแส ID  ไหลคงท่ีค่าหน่ึง
ตลอดเวลา ถา้มีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัป้อนเขา้มาท่ีอินพุตของขาเกต( Ei) จะท าให้ระดบัแรงดนั 
VGS เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนหรือลดลง เป็นผลต่อกระแส ID ท่ีไหลในวงจรเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงตามไปด้วย เกิดศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อมตวัตา้นทาน R2เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัส่งออก
เอาตพ์ุต (Eo)        
                    5.5.2 วงจรไบแอสตวัเองของดีพลีชนัมอสเฟต 
                    วงจรไบแอสตวัเองของดีพลีชนัมอสเฟตทั้งชนิดเอน็แชนแนลและชนิดพีแชนแนล ตอ้ง
จดัแรงดนัไบแอสใหถู้กตอ้งคือจ่ายไบแอสตรงใหข้าซอร์ส      จ่ายไบแอสกลบัใหข้าเดรนและขา
เกตเทียบกบัขาซอร์สเสมอ ดีพลีชนัมอสเฟตจึงสามารถท างานได ้ การจดัวงจรวงจรไบแอสตวัเอง
ของดีพลีชนัมอสเฟต แสดงดงัรูปท่ี 5.14 
 

+

-

+

+

- -

 

                     (ก) ชนิด N - Channel                                               (ข)  ชนิด P - Channel 
 

รูปที ่5.14 วงจรไบแอสตวัเองเบ้ืองตน้ของดีพลีชนัมอสเฟต 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553 ,หนา้   ) 

 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

EO 

+VDD -VDD 
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                      จากรูปท่ี 5.14 แสดงวงจรไบแอสตัวเองเบ้ืองต้นของดีพลีชันมอสเฟตทั้ งชนิด
เอน็แชนแนลและชนิดพีแชนแนล  จากวงจรใชแ้หล่งจ่ายแรงดนั VDD เพียงชุดเดียว มีตวัตา้นทาน R1 
ต่อระหวา่งขาเกตกบักราวด์ ท าหนา้ท่ีก าหนดค่าแรงดนัให้ขาเกตมีค่าพอเหมาะ     ส่วนตวัตา้นทาน 
R3 ท่ีต่อระหวา่งขาซอร์สกบักราวดท์  าหนา้ท่ีก าหนดแรงดนัใหข้าซอร์ส เม่ือเทียบศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่ง
ขาเกตกบัขาซอร์สจะไดแ้รงดนั VGS จ่ายเป็นไบแอสกลบัให้ขาเกตเทียบกบัขาซอร์ส      ถา้ป็นดีพลี
ชนัมอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล แรงดนัVGS ท่ีขาเกตมีศกัยเ์ป็นลบ ท่ีขาซอร์สมีศกัยเ์ป็นบวก  ถ้าป็
นดีพลีชนัมอสเฟตชนิดพีแชนแนล แรงดนัVGS ท่ีขาเกตมีศกัยเ์ป็นบวก ท่ีขาซอร์สมีศกัยเ์ป็นลบ เป็น
แรงดนัคงท่ีค่าหน่ึงตลอดเวลา เกิดกระแส ID ไหลผา่นขาเดรนกบัขาซอร์สคงท่ีตลอดเวลาเช่นกนั 
                      เม่ือมีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัป้อนเขา้มาทางอินพุต (Ei ) ท าให้ระดบัแรงดนั VGS 

เปล่ียนแปลงควบคุมให้กระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง มีแรงดนัตกคร่อมตวัตา้นทาน R2 เปล่ียนแปลง 
ได้สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับส่งออกเอาต์พุต ( ) ในขณะท่ีกระแส ID ไหลผ่านวงจรเกิดการ
เปล่ียนแปลงแรงดันท่ีตกคร่อมR3 ตามไปด้วย  ดังนั้ นจึงต้องใส่ตัวเก็บประจุ C3 เพื่อก าจัด
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับท่ีไม่ต้องการทิ้ง เหลือเฉพาะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตกคร่อมตัว
ตา้นทาน R3 ท าใหอ้ตัราการขยายสัญญาณของวงจรเพิ่มข้ึนเกิดความคงท่ีในการขยายสัญญาณ 
                       5.5.3วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัของดีพลีชนัมอสเฟต 
                      วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัของดีพลีชนัมอสเฟตทั้งชนิดเอ็นแชนแนลและชนิดพี
แชนแนล มีลกัษณะการจดัแรงดนัไบแอสให้ขาต่างๆเหมือนวงจรไบแอสช่วยของดีพลีชนัมอสเฟต 
การจดัวงจรมีส่วนท่ีแตกต่างคือ มีตวัตา้นทาน R1,R2 ถูกจดัเป็นวงจรแบ่งแรงดนั  ช่วยให้วงจรมี
ความคงท่ีมากข้ึน และเพิ่มอตัราการขยายสัญญาณในวงจรมากข้ึน วงจรวงจรไบแอสแบบแบ่ง
แรงดนัของดีพลีชนัมอสเฟต แสดงดงัรูปท่ี 5.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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(ก) ชนิด N - Channel                                               (ข)  ชนิด P - Channel 

 

รูปที ่5.15 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัเบ้ืองตน้ของดีพลีชนัมอสเฟต 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553 ,หนา้   ) 

 

                    จากรูปท่ี 5.15 แสดงวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัเบ้ืองตน้ของดีพลีชนัมอสเฟต   ทั้ง
ชนิดเอ็นแชนแนลและชนิดพีแชนแนล  มีตัวต้านทาน R1และ R2 ต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดัน ตัว
ตา้นทาน R1 ท าหนา้ท่ีจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้าเกต ส่วนตวัตา้นทาน R2 ท าหนา้ท่ีจ  ากดักระแสท่ี
ไหลผ่านวงจร ท าให้เกิดศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อมขาเกตเทียบกบักราวด์  (VG )  ชนิดเอ็นแชนแนล  VG  
เป็นบวก  ชนิดพีแชนแนล VGเป็นลบ ดีพลีชนัมอสเฟตท างานมีกระแส IDไหลผ่านตวัตา้นทาน R4 
เกิดศกัยต์กคร่อมตวัตา้นทาน R4  เทียบกบักราวด ์(VS ) ถา้เป็นชนิดเอน็แชนแนล VS เป็นบวกมีศกัย์
สูงกวา่ศกัยบ์วกท่ี VG เกิดเป็นศกัย ์VGS ท่ีขาเกตเป็นลบท่ีขาซอร์สเป็นบวก ส่วนชนิดพีแชนแนล VS 
เป็นลบมีศกัยสู์งกว่าศกัยล์บท่ี  VG  เกิดเป็นศกัย ์  VGS ท่ีขาเกตเป็นบวกท่ีขาซอร์สเป็นลบ แรงดนั 
VGS ท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นไบแอสกลบัป้อนใหข้าเกตของดีพลีชนัมอสเฟต ตวัตา้นทาน R3 เป็นภาระรับ
สัญญาณตกคร่อมส่งออกเอาตพ์ุต(Eo) ตวัเก็บประจุ C3  ท าหนา้ท่ีควบคุมแรงดนัท่ีขาซอร์ส (VS) ให้
คงท่ีเพื่อควบคุมอตัราการขยายสัญญาณของวงจรใหก้ารท างานมีความคงท่ีตลอดเวลา 
5.6 การจัดวงจรไบแอสอมีอสเฟต    
                    5.6.1 วงจรไบแอสคงท่ีของเอนฮานซ์มอสเฟต 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

+VDD -VDD 

ID ID 

R2 R2 

C2 C2 

C1

 

C1 

R1 

VGS VGS Ei Ei 

EO 

D 
D 

G G 

S S 

R1 

R4 R4 
C3 C3 

EO 

R3 R3 

 R1 
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                   วงจรไบแอสคงท่ีของเอนฮานซ์มอสเฟตทั้งชนิดเอ็นแชนแนลและชนิดพีแชนแนล ตอ้ง
จดัแรงดนัไบแอสใหถู้กตอ้ง    คือจ่ายไบแอสตรงใหข้าซอร์ส     จ่ายไบแอสกลบัใหข้าเดรนและขา
เกตเทียบกบัขาซอร์สเสมอ เอนฮานซ์มอสเฟตจึงสามารถท างานได ้ การจดัวงจรวงจรไบแอสคงท่ี
ของเอนฮานซ์มอสเฟต แสดงดงัรูปท่ี 5.16 
 

+
- +

-

+

+

-

-

 

(ก) ชนิด N - Channel                                               (ข)  ชนิด P - Channel 
 

รูปที ่5.16 วงจรไบแอสคงท่ีแบบเบ้ืองตน้ของเอนฮานซ์มอสเฟต(E-MOSFET) 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553 ,หนา้ 124 ) 

 

                    รูปท่ี 5.16 เป็นวงจรไบแอสคงท่ีแบบเบ้ืองตน้ของเอนฮานซ์มอสเฟต(E-MOSFET) ทั้ง
ชนิดเอ็นแชนแนลและชนิดพีแชนแนล การจดัไบแอสมีมีแหล่งจ่าย VGG จ่ายแรงดนัคงท่ีเป็นไบแอส
ตรงให้ขาเกตโดยผา่นตวัตา้นทาน  R1  เป็นตวัจ ากดัค่าแรงดนัให้ขาเกตเกิดแรงดนั VGS  เป็นแรงดนั
ไบแอสให้ขาเกตกบัขาซอร์สควบคุมให้เอนฮานซ์มอสเฟตท างาน   มีกระแส ID ไหลคงท่ีค่าหน่ึง
ตลอดเวลา  ถา้มีสัญญาณไฟกระแสสลบัป้อนเขา้มาทางอินพุต(Ei  ) สัญญาณไฟกระแสสลบัน้ีจะท า
ให้ระดับแรงดัน VGS  เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนหรือลดลง เป็นผลต่อกระแส ID ท่ีไหลในวงจร
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามไปดว้ย เกิดศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อมตวัตา้นทาน R2  เป็นสัญญาณไฟ
กระแสสลบัส่งออกเอาตพ์ุต  (Eo ) 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

R1 
VGS 

R1 

+VDD -VDD 

ID ID 

VGG VGG 

R2 R2 C2 C2 

C1

 

C1 

VGS Ei Ei 

EO EO 

D D 

G G 

S S 
 R1 
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                     แรงดนั VGS ท่ีตกคร่อมขาเกตและขาซอร์สมีผลต่อการท างานของเอนฮานซ์มอสเฟต
โดยตรง เพราะเอนฮานซ์มอสเฟต ขณะจ่ายแรงดนัไบแอสให้เฉพาะขาเดรนและขาซอร์ส โดยไม่
จ่ายแรงดนัไบแอสให้ขาเกตเอนฮานซ์มอสเฟตจะไม่น ากระแส แรงดนั  VGS   จึงท าหน้าท่ีเป็นตัว

ก าหนดการน ากระแสของเอนฮานซ์มอสเฟต 
                      5.6.2 วงจรไบแอสตวัเองของเอนฮานซ์เมนตม์อสเฟต 
                      วงจรไบแอสตวัเองของเอนฮานซ์เมนต์มอสเฟตทั้ งชนิดเอ็นแชนแนลและชนิดพี
แชนแนล ตอ้งจดัแรงดนัไบแอสให้กบัขาต่างๆ เหมือนกบัการจดัวงจรไบแอสคงท่ีของเอนฮานซ์
เมนต์มอสเฟต ทุกประการแตกต่างเพียงใช้อุปกรณ์ประกอบร่วมในวงจรและการจัดวงจรท่ี
เปล่ียนแปลงไป  วงจรไบแอสตวัเองของเอนฮานซ์เมนตม์อสเฟตแสดงดงัรูปท่ี 5.17 
 

+
-

+
+

- -

 
(ก) ชนิด N - Channel                                               (ข)  ชนิด P - Channel 

 

รูปที ่5.17 วงจรไบแอสตวัเองเบ้ืองตน้ของเอนฮานซ์เมนตม์อสเฟต 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553 ,หนา้126 ) 

 
 

 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

R2 

R1 

+VDD -VDD 

ID ID R2 C2 C2 

C1

 

C1 

VGS Ei Ei 

EO EO 

D D 

G G 

S S 

R3 C3 
VGS R1 R3 C3 

 R1 



195 
 

 

                        จากรูปท่ี 5.17 แสดงวงจรไบแอสตัวเองของเอนฮานซ์เมนต์มอสเฟตทั้ งชนิด
เอ็นแชนแนลและชนิดพีแชนแนล   มีตวัต้านทาน R1 ต่อระหว่างขาเกตกับขาเดรน เพื่อก าหนด
แรงดนัไบแอสตรงจ่ายให้ขาเกต ( VG )ชนิดเอ็นแชนแนล VG เป็นบวก และชนิดพีแชนแนล VG ป็น
ลบ เอนฮานซ์เมนตม์อสเฟตท างานน ากระแส มีกระแส ID ไหลผา่นขาซอร์สและตวัตา้นทาน R3 เกิด
ศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อม R3 คือแรงดนั VS ออกมาเกิดการเปรียบเทียบศกัยไ์ฟฟ้ากนัระหวา่งแรงดนั VG 
และ  VS ไดแ้รงดนั VGS ออกมาเป็นแรงดนัไบแอสตรงให้ขาเกตเทียบกบัขาซอร์ส แรงดนั VGS ของ
เอน็แชนแนลท่ีขาเกตเป็นบวกท่ีขาซอร์สเป็นลบ และแรงดนั VGS ของพีแชนแนล ท่ีขาเกตเป็นลบท่ี
ขาซอร์สเป็นบวก ควบคุมใหก้ระแส IDไหลในวงจรคงท่ีตลอดเวลา 
                       เม่ือมีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัป้อนเขา้มาทางอินพุต ( Ei ) ท าให้ระดบัแรงดนั VGS 
เปล่ียนแปลงควบคุมให้กระแส  ID  ไหลเปล่ียนแปลง เกิดศกัยต์กคร่อมตวัตา้นทาน R2  ตวัตา้นทาน 
R2 เป็นภาระรับสัญญาณไฟฟ้ากระแสลบัส่งออกเอาต์พุต (Eo ) ขณะท่ีกระแส ID ไหลผ่านวงจรเกิด
การเปล่ียนแปลง จะท าให้ศกัยไ์ฟฟ้าท่ีตกคร่อมขาเดรนกบักราวด์ ( VD )และศกัยท่ี์ตกคร่อมตวั
ตา้นทาน R3 (VS )เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ส่งผลให้แรงดนั VGS เปล่ียนแปลง จึงใส่ตวัเก็บประจุ C3 

เพื่อก าจดัสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีขาซอร์สทิ้งลงกราวด์ เหลือเฉพาะแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง
ตกคร่อมตวัตา้นทาน R3 มีค่าคงท่ี ช่วยท าใหอ้ตัราการขยายสัญญาณของวงจรเพิ่มข้ึน เกิดความคงท่ี
ในการขยายสัญญาณ 
                     5.6.3 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัของเอนฮานซ์เมนตม์อสเฟต 
                     วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัของเอนฮานซ์เมนต์มอสเฟต ทั้งชนิดเอ็นแชนแนลและ
ชนิดพีแชนแนล มีการจ่ายแรงดนัไบแอสเหมือนวงจรไบแอสตวัเองของเอนฮานซ์เมนต์มอสเฟต 
แต่มีความแตกต่างในส่วนของการจดัวงจรของอุปกรณ์ร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ของวงจรสูงข้ึน การจดัวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัของเอนฮานซ์เมนต์มอสเฟต   แสดงดงัรูปท่ี 
5.18 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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+
-

+
+

- -

 
 

(ก) ชนิด N - Channel                                               (ข)  ชนิด P - Channel 
 

รูปที ่5.18 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัเบ้ืองตน้ของเอนฮานซ์เมนตม์อสเฟต 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553 ,หนา้129 ) 

 

                    จากรูปท่ี 5.18 แสดงวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัเบ้ืองตน้ของเอนฮานซ์เมนตม์อสเฟต 

ทั้งชนิดเอ็นแชนแนลและชนิดพีแชนแนล มีตวัตา้นทาน R1 และ R2 ต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดนั ตวั

ตา้นทาน R1 ท าหนา้ท่ีจ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้ขาเกต ส่วนตวัตา้นทาน R2 ท าหนา้ท่ีจ  ากดักระแสท่ี

ไหลผา่นวงจร ท าให้เกิดศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อมขาเกตเทียบกบักราวด์ (VG) ชนิดเอ็นแชนแนล VG เป็น

บวก ชนิดพีแชนแนล VG เป็นลบ เอนฮานซ์เมนตม์อสเฟต เม่ือน ากระแสจะมีกระแส ID ไหลผา่น R4 

เกิดศกัยไ์ฟฟ้าตกคร่อม R4 เทียบกบักราวด์ ( VS ) ถา้เป็นชนิดเอ็นแชนแนล VS เป็นบวก มีศกัยบ์วก

ต ่ากว่าศกัยบ์วกท่ี VG เกิดการเปรียบเทียบศกัยไ์ฟฟ้าออกมาเป็นแรงดนั VGS  ท่ีขาเกตเป็นบวกท่ีขา

ซอร์สเป็นลบ ส่วนชนิดพีแชนแนล VS เป็นลบมีศกัยล์บต ่ากว่าศกัยล์บท่ี VG เกิดการเปรียบเทียบ

ศกัยไ์ฟฟ้าออกมาเป็นแรงดนั VGS  ท่ีขาเกตเป็นลบท่ีขาซอร์สเป็นบวก ไดแ้รงดนั VGS เป็นไบแอส

ตรงป้อนให้ขาเกตของเอนฮานซ์เมนตม์อสเฟต  ตวัตา้นทาน R3 เป็นภาระรับสัญญาณตกคร่อมเป็น

สัญญาณส่งออกเอาตพ์ุต  ( Eo )  ตวัเก็บประจุ  C3    ท าหนา้ท่ีควบคุมแรงดนัท่ีขาซอร์ส (VS ) ใหค้งท่ี 

เพื่อควบคุมอตัราขยายสัญญาณของวงจรใหก้ารท างานมีความคงท่ีตลอดเวลา 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

EO 

R1 

+VDD -VDD 

ID ID R3 C2 C2 

C1

 

C1 

VGS Ei Ei 

EO 

D D 

G G 

S S 

R4 C3 
VGS 

R1 

R4 C3 

R2 

R3 

R2 

 R1 
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5.7 การอ่านคู่มือมอสเฟตและการแปลความหมาย 

                     เน่ืองจากมอสเฟตมีมากมายหลายเบอร์ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งเบอร์ EC-10 N16/20  
EC-10 P16/20 ซ่ึงมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
                     ขอ้มูลทัว่ไปของมอสเฟต คือ EC-10 N16/20 เป็นมอสเฟตชนิด N-Channel  และ  EC-
10 N16/20  เป็นมอสเฟตชนิด N-Channel   ท่ีน าไปใชใ้นวงจรขยายเสียง มีตวัถงัแบบ TO - 3       

 
 

รูปที ่5.19 ตวัถงัและต าแหน่งขา 
ท่ีมา(http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf) 

 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf
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ตารางที ่5.1 พิกดัสูงสุดของมอสเฟต เบอร์ EC-10 N16/20 

 
ท่ีมา(http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf) 

 

                     จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ 
1. ค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดท่ี เดรน –  ซอร์สสูงสุด ( VDS )เท่ากบั 160 V 
2. ค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดท่ีเกต - ซอร์สสูงสุด ( VGS )เท่ากบั 14 V 
3. กระแสเดรนไหลต่อเน่ืองสูงสุด( ID )เท่ากบั  8 A 
4. ก าลงัสูญเสียรวมสูงสุดท่ีอุณหภูมิหอ้ง 25 ( PD ) เท่ากบั 125W 
5. อุณหภูมิท่ีรอยต่อขณะใชง้าน อยูใ่นช่วง -55 ถึง +150 องศาเซลเซียส 

                     

ตารางที ่5.2 ลกัษณะสมบติัทางไฟฟ้าของมอสเฟต เบอร์ EC-10 N16/20 

 
ท่ีมา(http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf) 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf
http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf
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                    จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ 
1. ค่าพิกดัแรงดนัเบรกดาวน์ท่ี เดรน - ซอร์ส (BVDS) ต ่าสุด 160 V 
2. ค่าพิกดัแรงดนัเบรกดาวน์ท่ี เกต - ซอร์ส (BVGS) ต ่าสุด 200 V 
3. ค่าพิกดัแรงดนัเกต - ซอร์สคตัออฟ(VGS(OFF) ) ผูผ้ลิตจะบอกมา 2 ค่ามาให ้คือ 

ค่าต ่าสุดคือ 0.15 V  และค่าสูงสุดคือ 1.5V 
4. ค่าพิกดัแรงดนัเดรน – ซอร์ส (VDS(SAT) )ในสภาวะอ่ิมตวัสูงสุด 12V 
5. ค่าพิกดักระแสเดรน – ซอร์สคตัออฟ ( IDS )สูงสุด 10 mA 
6. ค่าอตัราขยายความน าฟอร์เวิด(Forward  Transfer  Admittance) ใชอ้กัษรยอ่ Yfs ณ  

จุดทดสอบป้อนแรงดนั VDS เท่ากบั 10 V กระแส IDเท่ากบั 3A จะไดค้่าอตัราขยายความน าฟอร์เวดิ 
ต ่าสุด 0.7 ซีเมนต(์S) และค่าสูงสุด 2 ซีเมนต(์S) 
 

ตารางที ่5.3 ลกัษณะสมบติัทางไฟฟ้าของมอสเฟต เบอร์ EC-10 N16/20 

 
 

ท่ีมา(http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf) 
 

                   จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ 
                    ค่าความจุ(Ciss ) ทางดา้นอินพุตท่ีเกิดข้ึนเม่ือต่อวงจร ถา้เป็นชนิด N-Channel  คือ 500 
pF   และถา้เป็นชนิด P-Channel คือ 700 pF   
                    ค่าความจุ(Coss ) ทางดา้นเอาตพ์ุตท่ีเกิดข้ึนเม่ือต่อวงจร ทั้งชนิด N-Channel  ชนิด P-
Channel คือ 300 pF   
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

http://www.profusion.hk/images/data-sheets/ecf10n20.pdf
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5.8 การน ามอสเฟตไปประยุกต์ใช้งาน 
                    5.8.1  วงจรสวติช์มอสเฟต 
                   สวติช์มอสเฟต(MOSFET Switch) เป็นสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงใช ้MOSFET  
เป็นอุปกรณ์หลกัในการท างาน การจดัวงจรแสดงดงัรูปท่ี 5.20 
 

                                  
 

(ก)วงจร                                                                (ข) สัญญาณ 
 

รูปที ่5.20 วงจรสวติช์มอสเฟต(MOSFET Switch) 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2548,หนา้83) 

 

                   จากรูปท่ี 5.20 แสดงวงจรสวิตช์ D - MOSFET ชนิด N – Channel และสัญญาณท่ีวดัได ้
การท างานของวงจร คือ ในช่วงเวลา t0 – t1 ไม่มีสัญญาณพลัส์ใดๆป้อนเขา้มาท่ีอินพุตEi ขา G ไม่มี
ไบแอสจ่ายให ้ท าให ้D – MOSFET ชนิด N – Channel น ากระแส มีกระแสID ไหลผา่นค่าสูงสุด  
D – MOSFET ท  างานถึงจุดอ่ิมตวัเป็นสวติช์ต่อวงจร ( ON ) 
                  ในช่วงเวลา t1 – t2 มีสัญญาณพลัส์ลบป้อนเขา้มาท่ีอินพุต Ei ท าให้ไดรั้บไบแอสกลบัท่ี
รอยต่อขา G กบัขา S (VGS ) เกิดการเหน่ียวน าสนามไฟฟ้าระหวา่รอยต่อขา D และขา S ใหมี้ 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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คุณสมบติัเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดตรงขา้มกบัสารก่ึงตวัน าท่ีขา D กบัขา S เกิดแรงตา้นการไหลของ
กระแส ID กระแส ID หยุดไหล D – MOSFET ท างานถึงจุดคตัออฟ เป็นสวิตช์ในสภาวะตดัวงจร 
(OFF) 
                    5.8.2  วงจรขยายสัญญาณมอสเฟต 
 

 

รูปที ่5.20 วงจรขยายสัญญาณเสียงใชม้อสเฟต 
ท่ีมา(http://www.ctc.ac.th/ctc/index.php/download/category/) 

 

                                    จากรูปท่ี 11.2 วงจรขยายสัญญาณเสียงใช้มอสเฟตท าหน้าท่ีขยายก าลัง 

ท างานร่วมกบัไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ การท างานทางอินพุตถูกป้อนผ่านตวัเก็บประจุ C2 โดยใช้

ทรานซิสเตอร์ Q1 กับ Q2 ท่ี ต่อกันแบบดาริงตัน ( Darlington )  ท าหน้าท่ี เป็นปรีแอมป์ขยาย

สัญญาณเสียงทางอินพุต ส่วนวงจรด้านเอาต์พุตใช้เพาว์เวอร์มอสเฟต ( Power MOSFET ) 

ทรานซิสเตอร์ Q3 กบั Q4 สัญญาณถูกขยายเป็นเอาตพ์ุตผา่นทางตวัเก็บประจุ C4 ออกไปยงัล าโพง 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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5.9  การวดัและทดสอบมอสเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ 
 การทดสอบมอสเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์ โดยใชม้ลัติมิเตอร์ยีห่อ้ SANWA รุ่น YX-361TR
เร่ิมแรกใหจ้บัตวัมอสเฟตหงายข้ึนแสดงดงัรูปท่ี  7-13  

 

 

 

 

 

(ก)  รูปร่างมอสเฟต                       (ข)  ต าแหน่งขามอสเฟต 

รูปที ่ 5.21  แสดงรูปร่างและต าแหน่งขามอสเฟต 
ท่ีมา(จากผูเ้รียบเรียง) 

 

        กรณีท่ีทราบต าแหน่งขา การวดัน้ีเป็นตวัอย่างการวดัมอสเฟตชนิด N-Channel เบอร์
10N16  โดยปรับย่านวดัโอห์มมิเตอร์ไวท่ี้ยา่นวดั 1k  ท าการปรับศูนยโ์อห์มและท าการวดัโดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี  
        ล าดับท่ี 1  ท  าการวดัระหว่างขาเกต  กับขาซอร์ส  โดยตั้งมลัติมิเตอร์ย่านวดัโอห์ม  
1k วดัสลบัสายไปมา จะตอ้งไดค้่าความตา้นทานสูงมากอินฟินิต้ี () ทั้งสองคร้ัง 

 

 

 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

G 

S 
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รูปที ่5.22  แสดงการวดัระหวา่งขา G กบั ขา S 
ท่ีมา (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง, 2553, หนา้ 56) 

 

 ล าดบัท่ี 2  ท  าการวดัระหวา่งขาเดรน กบัขาซอร์ส  โดยตั้งยา่นวดัโอห์ม 1 โดยต่อสาย 

สีแดงท่ีขาซอร์สและสายสีด าท่ีขาเดรนผลการวดัเขม็มิเตอร์ไม่ตีข้ึนจากนั้นยา้ยสายสีด าจากขาเดรน 

ไปแตะท่ีขาเกต  แลว้ยา้ยสายสีด ากลบัมาแตะท่ีขาเดรนอีกคร้ัง ผลการวดัเข็มมิเตอร์จะตีข้ึนเกือบสุด

สเกลจากนั้นค่อย ๆ ลดลงจนสุดแสดงดงัรูปท่ี 5.23 

 

 

 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

ตัง้ยา่นวดั 1k 

ความต้านทานสงูมาก 
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รูปที ่ 5.23  แสดงการวดัระหวา่งขา S กบัขา D และวดัระหวา่งขา S กบัขา G 
ท่ีมา (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง, 2553, หนา้ 56) 

 

    ล าดบัท่ี 3 ท  าการวดัระหว่างขาเดรนกบัขาซอร์สผลการวดัเข็มมิเตอร์จะข้ึนขา้งไม่ข้ึน

ขา้ง หรือวดัไดค้วามตา้นทานต ่าขา้งหน่ึงและสลบัอีกดา้นหน่ึงค่าความตา้นทานสูงมากเป็นอินฟินิต้ี 

()  และถา้ขั้นตอนใดไม่เป็นไปตามน้ีแสดงวา่มอสเฟตเสีย ส่วนการวดัมอสเฟตชนิด  P-Channel  

จะท าการวดัไดเ้ช่นเดียวกบัชนิด  N-Channel  เพียงสลบัสายวดัเท่านั้นก็จะใหผ้ลเหมือนกนั 

                    กรณีไม่ทราบขามอสเฟตการวดัหาขาต่าง ๆ ของมอสเฟตท าไดด้งัน้ี 
       ล าดบัท่ี 1  การวดัหาขาเกต ใหต้ั้งมลัติมิเตอร์ไปท่ียา่นการวดัค่าความตา้นทาน 1k  
หรือ 10k ท าการวดัขาของมอสเฟตทีละคู่จนครบ 6 คร้ัง จะพบวา่มีอยู ่1 คู่ ท่ีไม่วา่จะวดั 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

ตั้งยา่นวดั 

1 
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อยา่งไรก็จะมีความตา้นทานต ่านั้นหมายความวา่ขาคู่นั้นคือขาเดรน และขาซอร์ส ส่วนขาท่ีเหลือคือ
ขาเกต  เพราะ มอสเฟตถูกสร้างให้ขาเกตเป็นขาลอย คือไม่มีการต่อขาเกตเขา้กบัเน้ือสารใด ๆ ดั้ง
นั้นเม่ือวดัเทียบกบัขาอ่ืน ๆ เขม็มิเตอร์จึงไม่ตีข้ึน 
       ล าดับท่ี 2 การหาขาเดรน   และขาซอร์ส   ตั้ งมัลติมิเตอร์ไปท่ีย่านการวดัค่าความ
ตา้นทาน 1k  หรือ 10k  วดัคร่อมไปท่ีขาเดรน  และขาซอร์ส   เข็มมิเตอร์จะตีข้ึน จากนั้นให้ยา้ย
สายวดัสายใดสายหน่ึงไปแตะท่ีขาเกต  แลว้น ากลบัมาจบัท่ีขาเดิมแลว้สังเกตเข็มของมิเตอร์ดงัน้ี  คือ
ถ้าค่าความตา้นทานท่ีวดัได้มีค่าลดลงจากเดิมจนใกล้ศูนยแ์สดงว่า  ขานั้นคือขาเดรน  และถ้าค่า
ความตา้นทานท่ีวดัไดมี้ค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม แสดงวา่ขานั้นคือขาซอร์ส  
 

       การวดัมอสเฟตวา่ดีหรือเสีย โดยลกัษณะอาการเสียของมอสเฟตมีอยู ่3 แบบ คือ 
       แบบท่ี 1 โครงสร้างภายในลดัวงจรลกัษณะแบบน้ีเม่ือท าการวดั 6 คร้ังจะมีมากกวา่ 
1 คู่ท่ีมีค่าความตา้นทานต ่าหรือเขม็ตีข้ึนมากกวา่ 1 คู่ 
              แบบท่ี 2 โครงสร้างภายในขาด ลกัษณะแบบน้ีเม่ือท าการวดั  6  คร้ัง จะไม่มีคู่ใด
เลยท่ีวดัแลว้มีค่าความตา้นทานต ่า หรือเขม็มิเตอร์ไม่ตีข้ึนเลย 
              แบบท่ี 3  โครงสร้างภายในบกพร่อง โดยวดัคร่อมท่ีขาเดรน  และขาซอร์ส  จ านวน  1  
คร้ัง    เข็มมิเตอร์ช้ีค่าความตา้นทานต ่า จากนั้นน าสายวดัท่ีขาเดรน   มาแตะท่ีขาเกต   แลว้น ากลบัไป
แตะท่ี ขาเดรน  อีกคร้ังให้สังเกตเข็มมิเตอร์ถ้าค่าความตา้นทานมีค่าลดลงจากเดิมจนถึงใกล้กบัศูนย์
จากนั้นเข็มมิเตอร์จะค่อย ๆ ตีข้ึนค่าความตา้นทานเพิ่มข้ึนจนใกลเ้ท่าเดิมแสดงวา่ มอสเฟตตวันั้นดี แต่
ถา้แตะท่ีขาเกต  แลว้ค่าความตา้นทานไม่เปล่ียนแปลงแสดงวา่ มอสเฟตตวันั้นโครงสร้างภายในเสีย 
 

5.10  สรุป 
                     มอสเฟตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท างานโดยใชแ้รงดนัจ านวนนอ้ยในรูป
สนามไฟฟ้า ไปควบคุมกระแส มี 3 ขา คือขาเกต( G ) ขาเดรน (D) และขาซอร์ส(S)  มี 2 แบบคือ  
D-MOSFET กบั E-MOSFET และแบ่งยอ่ยได ้2 ชนิด คือ ชนิด P-Channel และ N-Channel ในการ
จ่ายแรงดนัไบแอสใหม้อสเฟตจะตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหข้า S จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้า 
D กบัขา G  เทียบกบัขา S   

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                    การจดัวงจรไบแอสให้มอสเฟตแบ่งได ้3 แบบ คือ ไบแอสคงท่ี (Fixed Bias)  ไบแอส
ตวัเอง(Self Bias)  และไบแอสแบ่งแรงดนั (Voltage Divider  Bias) การน ามอสเฟตไปต่อวงจรใช้
งานจ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดขอ้มูลทางไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกบัตวัของมอสเฟต จากคู่มือ (Data 
Sheet) เพื่อจะไดท้ราบค่าต่างๆ เช่น ค่าแรงดนัท่ีขาเกตกบัขาซอร์ส (VGS)  แรงดนัสูงสุดท่ีขาเดรนกบั
ขาเกต(VDG)  แรงดนัเกต - ซอร์สคตัออฟ(VGS(OFF) ) ค่ากระแสเดรน – ซอร์สคตัออฟ ( IDS )สูงสุด 
ค่าก าลงัสูญเสียรวมสูงสุดท่ีอุณหภูมิหอ้ง 25 ( PD ) และรายละเอียดต่างๆ 
                    มอสเฟตสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่นน าไปต่อเป็นวงจรสวิตช์  
วงจรจรขยายสัญญาณ  วงจรผสมสัญญาณ วงจรก าเนิดความถ่ี เป็นตน้ 
                    การวดัและทดสอบมอสเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์ในกรณีท่ีทราบขามอสเฟตแลว้สามารถ
วดัทดสอบมอสเฟตดีหรือเสียได ้โดยใช้โอห์มมิเตอร์ตั้งย่านวดั 1 k วดัท่ีท่ีขาทั้ง3 ของมอสเตจะ
ท าให้ทราบวา่มอสเฟตดีหรือเสีย  ในกรณีท่ีไม่ทราบขามอสเฟตตอ้งวดัหาขาเกตก่อนโดยใชโ้อห์ม
มิเตอร์ตั้งย่านวดั 1วดัค่าความตา้นทานท่ีขา G กบัขา S  และขา G กบัขา D  อย่างละ2 คร้ังโดย
สลบัขั้วของมิเตอร์ จะไดค้่าความตา้นทานเท่ากนัทั้งสองคร้ัง  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่5 หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 เร่ืองมอสเฟต 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัเป็นแบบถูกหรือผดิจ ำนวน 15 ขอ้ๆละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  15 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 15 นำที 
ค ำส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก() ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผดิ(  )ลงในวงเล็บ 
             หนำ้ขอ้ท่ีผิด 
(     ) 1. มอสเฟตและเจเฟตมีโครงสร้ำงแบบเดียวกนั 
(     ) 2. D-MOSFET ชนิด N แชนแนลท่ีขำเดรน(D)กบัขำซอร์ส(S)จะต่อกบัสำรก่ึงตวัน ำชนิด N 
(     ) 3. D-MOSFET เฟตชนิด P แชนแนลและสัญลกัษณ์แตกต่ำงกนัคือดูท่ีหวัลูกศรขำซอร์สจะช้ี 
 เขำ้ช้ีออก 
(     )  4. D-MOSFET กบัอีมอสเฟตจะมีโครงสร้ำงเหมือนกนั 
(     )  5. D-MOSFET ขำเดรนกบัขำซอร์สจะถูกเช่ือมต่อดว้ยสำรก่ึงตวัน ำชนิดเดียวกนั 
(     ) 6. กำรจ่ำยไบแอสให้ D-MOSFET จะตอ้งจ่ำยไบแอสเหมือนกบัเจเฟส D-MOSFET จึง 
 จะท ำงำน 
(     ) 7. SiO2  คือฉนวนซิลิกอนไดออกไซดท์ ำหนำ้ท่ีเป็นฉนวนคัน่ขำ G ออกจำกขำ D กบั S 
(     )  8. ตำรำงขอ้มูลรำยละเอียดของค่ำสูงสุดในกำรท ำงำน มกับอกค่ำแรงดนั VDD ไวเ้พื่อไม่ให ้
 ใชเ้กิน 
(     )  9. ค่ำแรงดนัฝ่ังขำเดรนและซอร์สคือ ค่ำ VBR เม่ือขำเกตไดรั้บไบแอสคงท่ี 
(     )  10. วงจรไบแอสแบบคงท่ีของเฟต คือกำรจดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเดรนและขำซอร์สคงท่ี 
(     ) 11.  วงจรไบแอสแบ่งแรงดนัของมอสเฟตเป็นวงจรไบแอสท่ีดีท่ีสุด 
(     ) 12.  กำรใส่ตวัเก็บประจุ คร่อมตวัตำ้นทำนท่ีขำซอร์สในวงจรไบแอสตวัเองของมอสเฟต 

 เพื่อก ำจดัสัญญำณไฟกระแสสลบัท่ีขำซอร์สทิ้งลงกรำวด ์
(     )  13. ในกำรทดสอบคุณสมบติัทำงไฟฟ้ำท่ีค่ำต่ำงๆของมอสเฟตจะท ำกำรทดสอบท่ีอุณหภูมิ 

 ของหอ้ง 30o C 
(     )  14. IDSS คือค่ำกระแสเดรนท่ีไหลระหวำ่งเดรนและซอร์ส ในสภำวะท่ีแรงดนัจ่ำยใหเ้กตและ 

  ซอร์สเป็นศูนยโ์วลต์ 
(     )  15. ในกำรวดัทดสอบมอสเฟสดว้นโอห์มมิเตอร์วดัควำมตำ้นทำนระหวำ่งขำ D กบัขำ S โดย 

 สลบัขั้วของมิเตอร์ 2 คร้ังถำ้มอสเฟตอยูใ่นสภำพปกติดี จะไดค้่ำควำมตำ้นทำนเท่ำกนั 
   ทั้ง 2 คร้ัง 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 เร่ืองมอสเฟต 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัเป็นแบบถูกหรือผดิจ ำนวน 15 ขอ้ๆละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  15 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 15 นำที 
ค ำส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก() ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผดิ(  )ลงในวงเล็บ 
             หนำ้ขอ้ท่ีผิด 
(  ) 1. มอสเฟตและเจเฟตมีโครงสร้ำงแบบเดียวกนั 
() 2. D-MOSFET ชนิด N แชนแนลท่ีขำเดรน(D) กบัขำซอร์ส(S) จะต่อกบัสำรก่ึงตวัน ำชนิด N 
() 3. D-MOSFET เฟตชนิด P แชนแนลและสัญลกัษณ์แตกต่ำงกนัคือดูท่ีหวัลูกศรขำซอร์สจะช้ี 
 เขำ้ช้ีออก 
(  ) 4. D-MOSFET กบัอีมอสเฟตจะมีโครงสร้ำงเหมือนกนั 
(  ) 5. D-MOSFET ขำเดรนกบัขำซอร์สจะถูกเช่ือมต่อดว้ยสำรก่ึงตวัน ำชนิดเดียวกนั 
()  6. กำรจ่ำยไบแอสให ้D-MOSFET จะตอ้งจ่ำยไบแอสเหมือนกบัเจเฟส D-MOSFET จึง 
 จะท ำงำน 
()  7. SiO2 คือฉนวนซิลิกอนไดออกไซดท์ ำหนำ้ท่ีเป็นฉนวนคัน่ขำ G ออกจำกขำ D กบั S 
(  )  8. ตำรำงขอ้มูลรำยละเอียดของค่ำสูงสุดในกำรท ำงำน มกับอกค่ำแรงดนั VDD ไวเ้พื่อไม่ให ้
 ใชเ้กิน 
()   9. ค่ำแรงดนัฝ่ังขำเดรนและซอร์สคือ ค่ำ VBR เม่ือขำเกตไดรั้บไบแอสคงท่ี 
(  )  10. วงจรไบแอสแบบคงท่ีของเฟต คือกำรจดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเดรนและขำซอร์สคงท่ี 
()  11.  วงจรไบแอสแบ่งแรงดนัของมอสเฟตเป็นวงจรไบแอสท่ีดีท่ีสุด 
()  12.  กำรใส่ตวัเก็บประจุ คร่อมตวัตำ้นทำนท่ีขำซอร์สในวงจรไบแอสตวัเองของมอสเฟต 

 เพื่อก ำจดัสัญญำณไฟกระแสสลบัท่ีขำซอร์สทิ้งลงกรำวด ์
(  )  13. ในกำรทดสอบคุณสมบติัทำงไฟฟ้ำท่ีค่ำต่ำงๆของมอสเฟตจะท ำกำรทดสอบท่ีอุณหภูมิ 

 ของหอ้ง 30o C 
()  14. IDSS คือค่ำกระแสเดรนท่ีไหลระหวำ่งเดรนและซอร์ส ในสภำวะท่ีแรงดนัจ่ำยใหเ้กตและ 

  ซอร์สเป็นศูนยโ์วลต์ 
()  15. ในกำรวดัทดสอบมอสเฟสดว้นโอห์มมิเตอร์วดัควำมตำ้นทำนระหวำ่งขำ D กบัขำ S โดย 

 สลบัขั้วของมิเตอร์ 2 คร้ังถำ้มอสเฟตอยูใ่นสภำพปกติดี จะไดค้่ำควำมตำ้นทำนเท่ำกนั 
   ทั้ง 2 คร้ัง 
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--------

แบบทดสอบหลังเรียนเรียนหน่วยที ่5 เร่ือง มอสเฟต 
วชิาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร         รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 15 ข้อ (15 คะแนน)         เวลา 15 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท () ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.   มอสเฟต แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบ D-MOSFET และ E-MOSFET และยงัแบ่งออกไดก่ี้ชนิด 

       ก. 2 ชนิด  ข. 3 ชนิด  ค. 5 ชนิด  ง.  4 ชนิด 

2.   จำกรูปเป็นโครงสร้ำงของมอสเฟตแบบใด 

                                            ก.  D-MOSFETชนิด P-Channel 
                                            ข.  E-MOSFET ชนิด N-Channel  
                                                                      ค.  D-MOSFETชนิด N-Channel 
                                               ง.  E-MOSFET ชนิด P-Channel 
 
 

3. จากรูปเป็นโครงสร้างของมอสเฟตชนดิใด  

                                                                         ก.  D-MOSFET ชนิด N-Channel 
          ข.  D-MOSFET ชนิด P-Channe    
                                 ค.  E-MOSFETชนิด P-Channel      
                                                                       ง.  E-MOSFET ชนิด N-Channel  
 
 

4.  ใชอุ้ปกรณ์ประกอบวงจรนอ้ย เป็นลกัษณะกำรจดัไบแอสแบบใด 

             ก. ไบแอสตวัเอง   ข. ไบแอสคงท่ี  

           ค. ไบแอสแบ่งแรงดนั   ง. ไบแอสผสม 

 

D G S 

D G S 
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5.  ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของ D-MOSFET ชนิด N-Channel 

        

ก.    ข.     ค.   ง.  

 

6.  สัญลกัษณ์ของ E-MOSFET ชนิด P-Channel ตรงกบัขอ้ใด 

 

ก.     ข .   ค.   ง.  

 

7.  กำรจ่ำยไบแอสเบ้ืองตน้ให ้E-MOSFET ชนิด P-Channel ขอ้ใดถูกตอ้ง 
     ก.  ลบขำ G เทียบกบัขำ S, ลบขำ S และบวกขำ D 

ข.  บวกขำ G เทียบกบัขำ S, บวกขำ S และลบขำ D 
              ค.  ลบขำ G เทียบกบัขำ S, บวกขำ S และลบขำ D 
              ง.  บวกขำ G เทียบกบัขำ S, ลบขำ S และบวกขำ D 
8.  ค่ำกระแส IDSS ในกรำฟคุณสมบติัของ D-MOSFET คืออะไร 
  ก.  กระแสต ่ำท่ีไหลระหวำ่งขำ D และขำ S เม่ือ VGS เป็ 0 V 
  ข.  กระแสไบแอสท่ีจ่ำยท่ีท ำใหเ้กิดกระแสไหลระหวำ่งขำ D และขำ S ตลอดเวลำ 

ค.  กระแสอ่ิมตวัท่ีไหลระหวำ่งขำ D และขำ S เม่ือ VGS เป็ 0 V 
  ง.  กระแสท่ีไหลระหวำ่งขำ D และขำ S ในสภำวะท่ีมีกำรปรับเปล่ียน VGS 
9.  กำรจดัวงจรไบแอสคงท่ีของมอสเฟต ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้ง 
  ก.  จดัแรงดนัไบแอสใหท้ั้งวงจรคงท่ี    
  ข.  จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเกตและขำซอร์สคงท่ี    
  ค.  จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเดรนและขำซอร์สคงท่ี 

ง.  จดัใหเ้กิดกระแสเดรนไหลในวงจรคงท่ี   
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+

-

+

-

+

10.  จำกรูปเป็นกำรจดัไบแอสแบบใด 
 

 
          ก. ไบแอสคงท่ี  
       ข. ไบแอสแบบผสม 
       ค. ไบแอสแบ่งแรงดนั  
       ง. ไบแอสตวัเอง 
 
 
11.  จำกรูปเป็นกำรจดัไบแอสแบบใด 
 
       ก. ไบแอสแบ่งแรงดนั  
       ข. ไบแอสตวัเอง 
       ค. ไบแอสคงท่ี  
       ง. ไบแอสแบบผสม 
 
 
12.  จำกคู่มือผูผ้ลิตมอสเฟตเบอร์ EC-10N16/20 ระบุค่ำ BVDS เท่ำกบั 160 V มีควำมหมำยตรงกบัขอ้ใด 
  ก. ค่ำแรงดนัเบรกดำวน์ท่ีเกต – ซอร์สต ่ำสุด  160 V 
             ข. ค่ำแรงดนัเบรกดำวน์ท่ีเดรน – ซอร์สต ่ำสุด  160 V 
  ค. ค่ำแรงดนัเกต – ซอร์สคตัออฟสูงสุด  160 V  
  ง. ค่ำแรงดนัเดรน – ซอร์ส  160 V 
13.  กำรน ำ D-MOSFET ไปท ำเป็นวงจรสวติช์ ตอ้งจ่ำยไบแอสอยำ่งไร 
  ก. จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสตรงใหก้บัขำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S   
  ข. จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ S จ่ำยไบแอสตรงใหก้บัขำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S 

ค. จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหก้บัขำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S 
  ง. จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหก้บัขำ D กบั G เทียบกบัขำ S 

 

ID 
R2 

R3 

C2 

D 

-VDD 

R1 

C1 

C3 Ei 

Eo 

VGS 

G 

S 

VDD 

R2 

C2 
ID 

R1 

R3 

R4 

C1 

C3 
Ei 

Eo 

VGS 

G 

D 

S 
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14.  กำรน ำมอสเฟตไปใชใ้นวงจรขยำยสัญญำณเสียง มกัจะใชม้อสเฟตในภำคใด 
  ก. ภำคขบัก ำลงั    ข. ภำคจ่ำยไฟ   

ค. ภำคขยำยก ำลงั   ง. ภำคปรีแอมป์ 
15. กำรวดัทดสอบ D-MOSFET ดว้ยโอห์มมิเตอร์ระหวำ่งขำ D กบัขำ S และขำ S กบัขำ D โดยกำร 
      สลบัสำยวดั ถำ้ D-MOSFET ปกติดี ผลกำรวดัจะตรงกบัขอ้ใด 
  ก. 0 Ω   ข. เท่ำกนั  ค.  500 kΩ ง. ∞ 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ก 9 ง 

2 ค 10 ง 

3 ง 11 ก 

4 ข 12 ข 

5 ง 13 ค 

6 ก 14 ค 

7 ข 15 ข 

8 ค   

 
 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  5 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 8-9 
ช่ือหน่วย  มอสเฟต 

เร่ือง  มอสเฟต เวลา 4  ชัว่โมง 
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แบบเกบ็คะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่  5 เร่ือง  มอสเฟต 

 
 

 
 
 
 
 

 
ล ำดับ 

  
ช่ือ – สกุล 

ผลคะแนน 
Pre-Test Post-Test 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    


